




















































































































































































































































































































































ここでts.はシリコン基板の厚さ, Sは振動子面積, psJはシリコンの密度で2340[kg/m3]･ nl本]
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1.下部ガラスを陽極接合により接合する｡ (大気中, 375[℃], 700[Ⅴ], 10[min])
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に使用する.高嶋により製作されたFBGの反射特性を図2- 1 3に示す｡光源にLED (ADVANTEST





























































ll. ICP-RIEにより, Siをエッチングした. ='ッチング深さは30[FLm]程度とした0
12.ここで成膜されたAuが全反射ミラーとなる｡そのため膜質が悪いと戻り光強度も低下し･感
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2- 3 - 3節で述べたように電圧増幅にはDATEL社製のDC-DCコンバータを利用した｡図2-

































本節では3 - 3 - 1節で製作した電圧増幅回路の特性評価を行った｡制御電圧には可変電圧電







































































































































OEの感度は0･1[V/pW]として実験を行った.図3-1 9に光源の波形を,図3-20, 2 1に実
験の結果を示す｡図3-2 0はオートチューニング制御を行わないで計測を行ったSlとS2の波
形と周波数特性,図3-2 1はオートチューニングを行って計測を行ったSlとS2の波形と周波
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